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【背景】シートコンピュータや高効率太陽電池の実現を目指し，触媒金属を用いた低温固相成長法が

広く研究されている．これまでに我々は，Au 触媒を用いた非晶質 Ge 薄膜の横方向成長について報告

をしてきた．今回は Sn 触媒を用いた非晶質 Ge 薄膜の横方向成長過程を評価したので報告する． 

【実験方法】SiO2基板上に非晶質 Ge 薄膜（100 nm 厚）を成膜後，Sn パターン（200 nm 厚）形成し，

最後に窒素雰囲気において結晶化熱処理（≦300℃；≦60 分）を行なった．結晶成長領域は光学顕微鏡，

顕微ラマン分光法等を用いて評価した． 

【結果及び考察】図 1 に 200℃，60 分熱処理後の顕微鏡像，各領域

のラマンスペクトルを示す．Sn パターン直下では結晶 Ge に起因す

るシャープなピークが観測される一方，Sn パターン周辺では非晶

質 Ge に起因するブロードなピークが観測された．そこで，熱処理

温度を変調し同様の実験を系統的に行ない，横方向成長距離の熱処

理温度依存性として図 2 に整理した．Ge-Sn 系の共晶温度（231℃）

以下の固相温度領域では横方向成長が誘起されなかった．この結果

は，黒澤らの報告[1]とも一致している．図 1 において低温領域では

Sn パターン直下で結晶 Ge のピークが観測されていることから，Sn

誘起横方向成長の抑制は，非晶質 Ge 薄膜への Sn 原子拡散よりも

速く結晶核発生が起こるためと推測した．そこで，非晶質 Ge 薄膜

への Sn 原子の拡散促進のため，量子科学技術研究開発機構・高崎

量子応用研究所において電子線（2 MeV；1 x 1017 e/cm2）を非晶質

Ge 薄膜に照射した後，Sn 誘起横方向成長を施した．図 3 に 200℃

熱処理後の結果を示す．Sn パターン周辺にコントラストの異なる

領域が約 15 m 観測され，ラマン分光法により結晶 Ge に起因する

シャープなピークが確認された．以上の結果は，電子線照射を利用

すれば，200℃の低温において非晶質 Ge 薄膜の Sn 誘起横方向固相

成長が可能であることを示している． 
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Fig. 1. Optical image and Raman
spectra of the samples after annealing
at 200℃ for 60 min.
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Fig. 3. Optical image and Raman
spectra of the samples with electron
irradiation (2 MeV, 1x1017 e/cm2) after
annealing at 200℃ for 60 min.

Fig. 2. Isochronal annealing (60
min) characteristics of lateral
growth length for the samples.
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